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14:00 as 1 Daniel Takaki |Alain André Otimizacao de contatos|Utilizamos o método de “Transfer length method” (TLM) para caracterizar contatos
14:15 Ferreira Quivy 6hmicos para fotodetectores|eletricos feitos de ligas metalicas, utilizando para a medida de resisténcias entre
infravermelhos de compostos contatos uma “probe station”, onde foram aplicados os métodos de duas e quatro
TIRY; pontas. O método de duas pontas é a medida direta de curva I-V, onde cada ponta
€ posicionada sobre um contato e a voltagem aplicada e a corrente medida
passam pelo mesmo par de cabos. O método de quatro pontas consiste em
utilizar quatro pontas para executar a medida, onde duas pontas aplicam a
corrente nos contatos e as outras duas pontas medem a tensdo. As medidas de
quatro pontas mostram que os contatos tem resisténcia muito baixa e que eles
podem ser usados em nossos fotodetectores infravermelhos.
14:15 as 2 Jeferson Tiago |Antonio Produgdo de Dispositivos|Os processos de litografia de escala micrométrica e submicrométrica possuem
14:30 da Silva Domingues dos Magnéticos Microscopicos por|relevante grau de aplicabilidade para a industria tecnolégica de hoje, seja na
Santos Litografia Optica de Escrita|fabricacéo de circuitos integrados e microprocessadores, até o crescente potencial
Direta baseada em Optica delem areas ligadas a bioquimica. Assim sendo, esta apresentagéo versara sobre 0
Campo Préximo desenvolvimento de dispositivos magnéticos através da litografia éptica de escrita
direta em campo proximo, usando o SNOM (Scanning Near-field Optical
Microscopy).
14:30 as 3 Pedro Oliveira |José Fernando [Caracterizagdo por|Vidros silicatos dopados com Ag+ expostos a radiagéo ionizante apresentam alta
14:45 de Souza D. Chubaci fotoluminescéncia de vidros|luminescéncia quando excitados com luz ultravioleta. O principal objetivo desse
silicatos expostos a radiagéo projeto é definir a dependéncia da luminescéncia com a dose de radia¢&o que o
ionizante. material foi exposto e verificar se essa dependéncia varia com o tempo apés a
exposicdo. Esse controle foi feito alterando a porcentagem de Ag+ nos vidros
silicatos, o material produzido foi analisado utilizando fotoluminescéncia.
14:45 as 4 Raffaela de José Fernando |Termoluminescéncia de vidros|Vidros silicatos dopados com Ag+ expostos a raios gama apresentam elevada
15:00 Rosa D. Chubaci silicatos expostos a raios gama [sensibilidade termoluminescente. O principal objetivo desse projeto é estudar a
dependéncia da resposta termoluminescente com a dose de radiagdo que o
material foi exposto. Serd estudada também a dependéncia da resposta
termoluminescente alterando a quantidade de Ag+ no material.
15:00 as 5 Renato Profa. Dra. Euzi |Calculo da estrutura eletrénica|Este projeto de pesquisa destina-se ao estudo de materiais semicondutores que
15:15 Vasconcelos  [Conceigdo de pogos quanticos de[servem de base para a produgdo de fotodetectores de radiagdo infravermelha.
Coura Soares |Fernandes da GaAs/GaAlAs Mais especificamente, estamos interessados no estudo de fotodetectores que tém

Silva

como regido ativa pogos quanticos. Para conhecer com precisdo a radiagdo que
sera absorvida pelo fotodetector, devemos conhecer os niveis de energia do pogo
quantico que constitui a regido ativa do fotodetectores. No presente projeto,
desenvolvi um programa para determinar os niveis de energia de um pogo
quéntico de material semicondutor.
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15:15 as 6 |Rodrigo Alain André Determinagdo da faixa de|O projeto consiste em determinar por meio de espectroscopia no infravermelho
15:30 Prescendo Quivy absorgao de novos|por transformada de Fourier (FTIR — Fourier Transform Infrared) a faixa de
Kurosawa fotodetectores  infravermelhos|absorcéo de fotodetectores de radiagéo infravermelha baseados em pontos e
baseados em pocos e pontos pogos quanticos. Para isto, precisa-se de uma preparacédo especial das amostras
quanticos (polimento), realizar eventualmente um processamento especifico para fabricar os
dispositivos e, finalmente, usar os recursos de um espectrémetro FTIR para
determinar o espectro de absorgao desses detectores.
15:30 as
16:00 CAFE
16:15 as 7 Rafael Elisabeth Determinagédo da taxa de dose|O Laboratorio de Dosimetria utiliza em suas analises a Fluorita como material
16:30 Henrique Mateus beta do isdtopo 90SR/90Y dofdosimétrico. A pertinéncia deste estudo é devido ao equipamento Risoe® que foi
. i i dquirido pelo Laboratorio e é capaz de além de fazer leituras de luminescéncia
equipamento risoe em|@

Carvalho Alves| Yoshimura pastilhas de fluorita em materiais dosimétricos, também é capaz de fazer irradiagdes alfa e beta. Para
caracterizar a taxa de dose do is6topo *°Sr/™®Y do Risoe® foi feita uma curva de
calibragdo com os dosimetros de Fluorita com fotons de *°Co. A partir dela foi
calculada a taxa de dose relativa da fonte beta em relagéo a fonte %Co e assim

i estimado o valor da taxa de dose.
16:30 as 8 Tiago Antonio Martins [Propriedades Magneto-Opticas| Vou apresentar resultados dos experimentos que tenho feito junto ao grupo de
16:45 Gualberto Figueiredo Neto dos Ferrofluidos fludos complexos, onde investigamos as propriedades magneto-Opticas dos

Bezerra de ferrofluidos. As propriedades e técnicas de caracterizagdo estudadas até agora
foram: birrefringéncia, magnetizagdo, microscopia eletrénica de transmisséo e

Souza tempos de relaxagdo caracteristicos (através de medidas de birrefrincéncia
dinamica).

16:45 as 9 Yocefu Hattori |José Fernando |Estudo das propriedades de|Na ultima década um progresso significante foi alcangado em projetos e na
17:00 Diniz Chubaci  |filmes finos de nitreto de indio[performance de uma variedade de componentes eletronicos capazes de operarem

produzidos por IBAD e
simulados pelo pacote de
programa WIEN2K.

em condigdes extremas de alta poténcia, alta frequéncia e para componentes opto
— eletronicos que operem na regido espectral UV-Visivel. O nitreto de indio € um
material com grande potencial de atingir esta qualidade. O principal objetivo deste
trabalho ¢ a fabricagdo e caracterizagdo de filmes finos de nitreto de indio quanto
a sua estrutura cristalina, propriedades eletrénicas e 6tica. Também tém-se como
meta, através do pacote de programas WIEN2K simular a estrutura cristalina do
nitreto de indio e modificar a estrutura de banda do material.
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baseados em ligas de FeRh

de mistura comercial FeN2 + FeN4 e rédio. Na primeira tentativa, o tempo de
moagem foi uma das variaveis, verificando a formagao de pé amorfo (por DRX)
depois de 50h (sempre a 180rpm em atmosfera inerte). DTA revelou um pico de
atividade perto de 560°C, temperatura usada no tratamento térmico. DRX mostrou
uma fase epsilon-FeN3. Uso do magnetdmetro de amostra vibrante (MAV) para
mapear o ciclo de histerese. Na segunda tentativa, misturas com e sem rddio
ficaram no moinho pelas 50h (e mesmas condi¢cbes anteriores), tratamento
térmico a temperaturas entre 560 e 750 °C por 4 horas. DRX revelou auséncia de
nitrogenio em todas as amostras (FeRh e alfa-Fe, respectivamente). MAV para os
ciclos de histese novamente, mostrando que a coercividade diminui com o
aumento da temperatura do TT, enquanto a magnetizagdo maxima aumenta. A
diferenga dos resultados nas tentativas pode ter sido causada pelo tipo de
moagem (interrompida ou n&o), hipétese a verificar.

Horario # |Nome do Nome do Titulo da apresentacao Resumo da Apresentacao(até 10 linhas) Assinatura
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17:00 as 10  |Thales Borrely [José Fernando [Produgéo e Caracterizagéo de|Este estudo tem por objetivo o desenvolvimento de filmes finos de oxidos
17:15 dos Santos Diniz Chubaci |[Filmes Finos de Oxido de|produzidos por deposicéo assistida por feixe de ions (IBAD), comegando pelo
Aluminio Oxido de aluminio (AI203). Pretende-se que os filmes possuam, como
caracteristica principal, alta constante dielétrica, sendo, portanto, eximios
isolantes. Uma vez alcangados esses objetivos, o material pode ser empregado na
produgdo de dispositivos eletrdnicos.O melhor valor de constante dielétrica obtido
foi 6,08 e é proximo aos melhores valores bibliograficos atuais.
17:15 as 11 Francisco José|Daniel Reinaldo [Propriedades Magnéticas de|Entre os objetivos do trabalho estavam a preparagéo, observagéo da estrutura e
17:30 Garanhani Cormejo Pés  Nanoestruturados  alcaracterizagdo magnética de ligas de FeRh obtidas por moagem mecénica a partir,




